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MIKROFALOWY UKLAD OCHRONY

Przedmiotem wynalazku Jjest mikrofalowy uklad ochrony, stosowany w urzadzeniach radio-
lokacyJjnych i radiokomunikacyjnych. Znane sa ukiady ochrony, w ktérych wykorzystywane s3
nieliniowe wladciwodci diod péiprzewodnikowych, takich jak diody PIN, dmozliwiajqce pra-
ce¢ w zakresie mocy do 2 kW przy krétkotrwalych impulsach o czasie trwania réwnym 1 mikro-
sekundzie., Uklad taki sklada sie¢ z Jednego lub kilku stopni ochrony wlgczonych réwnolegle
do linii trensmisyjne). Kazdy ze stopni moze zawieraé jedng diode, pare diod lub n par
diod odlegiych o potowg diugosci fali w kierunku transmisji sygnalu.

Znany z opisu patentowego Stan. Zjedn. Am. nr 3 768 O44 mikrofalowy pasywny uklad och-
rony zbudowany Jest na diodach o strukturze N*-N-P* albo P*-P-N* zamocowanych w obudowach
zbudowanych z dwéch przewodzacych prad &cianek odizolowanych dielektrycznie dielektrykiem,
ktérym jest tlenek berylu posiadajqcy duza przewodnodé cieplna. Niekorzystng cechy tego
ukladu jest trudna realizacja kompensacji reaktancji szeregowej diody oraz trudnoféci tech-
nologiczne spowodowane trudng obrabialnos$cia tlenku berylu. Znany Jest'réwniez z polskie-
go opisu patentowego nr 107 050 ogranicznik mocy mikrofalowe]j zbudowany z czlonéw rezonan-
sowych, w ktérym wystepuje dodatkowo pojemnosé réwnolegla dodajaca sie do pojemnoéci ele-
mentu pélprzewodnikowego, w 2wigzku z czym mniejsza Jest indukcyjno&é réwnolegla wymagana
do uzyskania rezonansu uktadu. Niekorzystna cechg tego ukladu Jest uklad termiczny odpor-
wadzania ciepla od diod, ktdory nie zawiera elementéw sprezynujacych zapewniajacych mala
QRATNREd terniczog stykdw lenentdw.

Celem wynalazku jest zwigkszenie gérnego poziomu mocy mikrofalowej albo zwigkszenie
gérne) granicy czasu trwania impulsu, ktéry moze przeniesé mikrofalowy uklad ochrony w
stanie pasywnym oraz zapewnienie dobrego odprowadzania ciepta od diod. Uktad wedlug wyna-
lazku charakteryzuje si¢ tym, 2e co najmnie) w pierwszym stopniu ochrony zawiera diody
o strukturze PIN, dla ktérych w stanie pasywnym stosunek szeroko$ci warstwy samoistne]
pSiprzewodnika do szybkosci nasycenia nosnikéw Jest wiegkszy lub réwny polowie okresu
drgani sygnatu mikrofalowego.
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Obwody pradu stalego diod uk?adu wediug wynalazku zawieraja umieszczony w obudowie element
sprezynujacy o postaci wydrgzonej wewngtrz bryly, najkorzystniej walca, ktéra 3 Jednej strony
zamknieta Jest denkiem posiadajgcym otwér na diode¢. Element sprezynujacy posiaéa wzdluine roz-
ciecia na &ciankach bocznych i1 radialne rozcigcila na denku, zapewniajgce lepst mocowanie dio-
dy w opréwce i éprqzynujqcy styk z elektroda diody. Pomiedzy obudowa elementu %prqtynujqcego
i elementem sprezynujacym znajduje sig¢ element dielektryczny wykonany korzystn{e 2 teflonu,
stanowigcy warstwe dielektryczng kondensatora stu®jcego do kompensacji szeregoyej indukcyJjno-
gcl diody, ktérego jedng okiadzine stanowi, powierzchnia boczna elementu sprqzynujqcego w pos-
taci wydrazone]) wewnatrz bryly, a drugg Jego obudowa.

Uklad wedlug wynalazku dzigki zastosowaniu diod o duzych szerokofciach obszaru samoistnego

pélprzewodnika, a tym samym o wigeksze) wytrzymalofci mocowej, umozliwia prace-ukladu ochrony
w zakresie wiekszych.mocy mikrofalowych. Réwnoczeénie dzieki skonstruowaniu obudowy diody za-
rewniajace) duze powilerzchnie styku i kontrolowany docisk do powierzchni styku zapewnione
oest dobre odprowadzanie ciepta od diody.
" Uktad wedlﬁg wynalazku'przedstawigny Jest w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym na
fig. 1 przedstawiony jest schemat ideowy pierwszego stopnia ochrony, na fig. 2 - schemat ide-
owy trzystopniowego ukladu ochrony, a na fig. 3 - fragment 1linii paskowe) mikrofalowego ukila-
du ochrony wedtug wynalazku,

Pierwszy stopierl ukladu ochrony sklada sie z dwéch par diod 1, 2 1 3, 4 o strukturze PIN,
wigczonych réwnolegle do linii transmisyjnej 5 w odlegtoéci rdéwnej polowie diugodci fali
sygnatu mikrofalowego i spolaryzowanych pradem w kierunku przewodzenia. Kazda z diod Jest
polaczona z szeregowg poJjemnoécig C, stuzacg do kompensacji indukcyjnej reaktanc)i diody w wa-
runkach polaryzacji pradem. Réwnolegle potaczona z diodami indukcyjno$é L stuzy do zamkniecia
obwcdu pradu statego diod i do kompensacji reaktancji pojemnosciowe) diody w stanie bez pola-
ryzacji, dla malej mocy sygnalu wejéciowego. Stosunek szerokoéci obszaru samoistnego pSlprze-
wodnika kazdej z diod do szybkosScl nasycenia noinikéw jest wigkszy lub réwny polowie okresu
drgan sygnalu mikrofalowego.

Ukxad ochrony sklada sie z trzech'étopni wigczonych do linii transmisyjne) w odlegloéciach
réwnych jednej czwarte) dlugosci fali. W kazdym z naste¢pnych stopni - drugim i trzecim wyste-
puja dwie niespolaryzowane diody 6, 7 i 8, 9, kazda wlgczona réwnolegle do linii transmisyj-
nej 5 oraz réwnolegle wigczona indukcyjnoéé L, kompensujaca admitancje¢ pary diod. Gldéwng fun-
kcJa pierwszego stopnia ukladu ochrony Jest odbicie jak najwiekszej czeéci mocy wejéciowe] i
pochloniecie pozostalej czeéci mocy przy Jak najmniejszym impulsowym przyroécie temperatury
z1acza. Nastepne stopnie ochrony majq za zadanie zmniejszenie do wymaganego poziomu enérgii
przenoszonej przez pierwszy stopien uktadu ochrony. Diody w pierwszym stopniu ukiadu ochrony
sa spolaryzowane impulsowo w kierunku przewodzenia impulsami wyprzedzajacymi impulsy wielkie]
czestotliwoéci nadajnika. Wéwczas moc przenikajaca z nadajnika, rzedu kilku kilowatdéw, wcho-
dzi na wej$cie ukladu ochrony. Diody s3 w stanie riiskiej impedancji i prad przez nie plyngcy
Jest bliski -pradowi zwarcia. Prad ten dzieli sig¢ pomiedzy polaczone réwnolegle cztery diody.
Na wyjsSciu pierwszego stopnia otrzymuje si¢ moc przeciekowg rzedu kilkudziesieciu watdw.

Drugi stopien ochrony ztoZony z dwéch diod niespolaryzowanych wnosi dodatkowe tlumienie
rzedu 12 dB. Na Jego wyjéciu otrzymuje sig moc okolo 2 watéw. Trzeci stopierd zlozony z dwéch
niespolaryzowanych diod lub waraktoréw wprowadza ttumienie powyze) 13 dB, obnizajac moc wyJ-
. $ciowa do kilkudziesigeciu miliwatéw. W obwodach pradu stalego diod 1 i 2 znajduje sie umiesz-
czony w obudowie 10 element sprezynujacy 11 w postaci wydrazonego cylindra zamknietego z Jjed~
nej strony denkiem 12, w ktdérym znajdule si¢ otwdr na diode. Element ten posiada rozciecia 3%,
wzdluzne na powierzchni bocznej i radialne na denku. W obudowie 10 umieszczony Jest réwniez
pret 15 doprowadzajacy napigecie do diody oraz sprgizyna 14 stuzaca do uzyskania kentrolowane-
go docisku cylindra 11 do diody 1 1 2. Pomiedzy cylindrem 11 i obudowg 10 znajduje sie ele-
ment dielektryczny 16, ktdrego czg$§é 19 stanowigca otoczenie diody 1 i 2 tworzy pojemno$é
skupiong, ktdéra wspdlnie z reaktancja tworzg przez obudowe 10, cylinder sprgiynujacy 11 i ele-
ment dielektryczny 16 stuzy do kompensacji szeregowej indukcyjno$ci diody 1 i 2.
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Linia transmlayaha ma pustaé linii paskowej, w ktoreJ przewbdd zewngtreny 17 wkrecoua Jes<
obudowa 10. Z przewodem wewng¢trznym 18 linii paskowej polgczona jest natomiast jedna z ele-
ktrod diody 1 2} Naciecia wzdiuzne i radialne 13 na cylindrze sprezynujgcym 11 stuza do uzys-
kania dobrego przylegania bocznej powierzchnl cylindra 11 do elementu dielektrycznego 16.
Rozwigzanie wedlu@ wynalazku znajduje zastosowanie w urzqdzéniach radiolokacyjnych w przypaz-
kach. konieczno$ci pasywnej ochrony odbiornikéw radiolokacyjnych.

2 astrzezenia patentowe

1. Mikrofalowy uklad ochrony. ztozony z co najmmiej dwéch stopni potgczonych kaskadowo 1
wlaczonych do linii transmisyjnej w odleglosci réwnej jJednej czwartej drugosci fali, zawiera-
jacy umieszczone w oprawkach diody, znamienny ¢t y m, 2e co najmniej plerwszy stopier
ochrony zawiera diody o strukturze PIN, dla ktérych w stanie pasywnym stosunek szerokosci
warstwy samoistnej péiprzewodnika do szybkoSci nasycenia nosnikéw Jest nie mniejszy od poiowy
skresu drganl sygnaiu mikrofalowego, przy czym oprawki mocujace diody /1, 2/ zawierajs umiesz-
:zony w obudowie /10/ element sprezynujacy o postaci wydrazonej wewnatrz bryly /11/, najko-
rzystnie] walca, zamknig¢tej co najmniej z Jjednej strony denkiem /12/, w ktérym znajduje sieg
otwdér na diodg, przy czym element spre¢zynujacy /11/ posiada rozciecia /13/, wzdiuzne na
$ciankach bocznych 1 radialne na denku /127.

2. Mikrofalowy uklad ochrony wediug zastrz, 1, znamienny tym 2e pomigdzy obu-
dowg /10/ 1 elementem sprezynujacym /11/ znajdule sig element dielektryczny /16/, wykonany
korzystnie z teflonu, stanowigcy wspélnie z obudowg /10/ i elementem sprezynujacym /11/ po-
Jemno£¢ skupiong.
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